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Silizium-Fotoelement mit erhöhter Blauempfindlichkeit
Silicon Photovoltaic Cell with Enhanced Blue Sensitivity

Wesentliche Merkmale

● Speziell geeignet für Anwendungen im
Bereich von 350 nm bis 1100 nm

● Kathode = Chipunterseite
● Mit feuchtigkeitsabweisender Schutzschicht

überzogen
● Weiter Temperaturbereich

Anwendungen

● für Meβ-, Steuer- und Regelzwecke
● zur Abtastung von Lichtimpulsen
● quantitative Lichtmessung im sichtbaren

Licht- und nahen Infrarotbereich
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Features

● Especially suitable for applications from
350 nm to 1100 nm

● Cathode = back contact
● Coated with a humidity-proof protective

layer
● Wide temperature range

Applications

● For control and drive circuits
● Light pulse scanning
● Quantitative light measurements in the

visible light and near infrared range

Typ
Type

Bestellnummer
Ordering Code

BPX 79 Q62702-P51

Maβe in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

BPX 79

10.95
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Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung
Description

Symbol
Symbol

Wert
Value

Einheit
Unit

Betriebs- und Lagertemperatur
Operating and storage temperature range

Top; Tstg – 55 ... + 100 °C

Sperrspannung
Reverse voltage

VR 1 V

Kennwerte (TA = 25° °C, Normlicht A, T  = 2856 K)
Characteristics (TA = 25 °C, standard light A, T  = 2856 K)

Bezeichnung
Description

Symbol
Symbol

Wert
Value

Einheit
Unit

Fotoempfindlichkeit, VR = 0 V
Spectral sensitivity

S 170 nA/Ix

Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit
Wavelength of max. sensitivity

λS max 800 nm

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
S = 10 % von Smax

Spectral range of sensitivity
S = 10 % of Smax

λ 350 ... 1100 nm

Bestrahlungsempfindliche Fläche
Radiant sensitive area

A 20 mm2

Abmessungen der
bestrahlungsempfindlichen Fläche
Dimensions of radiant sensitive area

L × B

L × W

4.47 × 4.47 mm

Halbwinkel
Half angle

ϕ ± 60 Grad
deg.

Dunkelstrom, VR = 1 V; E = 0
Dark current

IR 0.3 (≤ 50) µA

Spektrale Fotoempfindlichkeit, λ = 400 nm
Spectral sensitivity

Sλ 0.19 A/W

Quantenausbeute, λ = 400 nm
Quantum yield

η 0.60 Electrons
Photon

Leerlaufspannung, Ev = 1000 Ix
Open-circuit voltage

VO 450 mV

Kurzschluβstrom
Short-circuit current
Ee = 0.5 mW/cm2, λ = 400 nm

ISC 19 (≥ 14) µA
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Anstiegs und Abfallzeit des Fotostromes
Rise and fall time of the photocurrent
RL = 1 kΩ; VR = 1 V; λ = 850 nm; Ip = 150 µA

tr, tf 6 µs

Temperaturkoeffizient von VO

Temperature coefficient of VO

TCV – 2.6 mV/K

Temperaturkoeffizient von ISC

Temperature coefficient of ISC

TCI 0.2 %/K

Kapazität, VR = 10 V, f = 1 MHz, Ev = 0 Ix
Capacitance

C0 2500 pF

Kennwerte (TA = 25° °C, Normlicht A, T  = 2856 K)
Characteristics (TA = 25 °C, standard light A, T  = 2856 K)

Bezeichnung
Description

Symbol
Symbol

Wert
Value

Einheit
Unit
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Relative spectral sensitivity
Srel = f  (λ)

Dark current
IR = f  (TA), VR = 1 V, E = 0

Open-circuit voltage VO = f  (Ev )
Short-circuit current ISC = f  (Ev )

Total power dissipation
Ptot = f  (TA)

Capacitance
C = f  (VR), f  = 1 MHz, E = 0

Directional characteristics Srel = f  (ϕ)



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
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